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La presente invenzione & relativa ad un metodo di
fabbricazione di uno strato di ridistribuzione, a uno strato
di ridistribuzione e ad un circuito integrato includente 1lo
strato di ridistribuzione. In particolare, lo strato di
ridistribuzione & uno strato di ridistribuzione in rame (Cu)
con finitura in nichel-palladio (NiPd).

Come e noto, 1 circuiti integrati (IC) sono costituiti
da diversi strati sovrapposti realizzati con materiali
semiconduttori, isolanti e conduttivi, tipicamente definiti
dalla fotolitografia.

In una prima fase (front end of 1line, FEOL) di un
processo di fabbricazione di un circuito integrato, singoli

dispositivi quali, tra gli altri, transistor, diodi,



resistori e condensatori sono configurati sulla superficie
di una fetta.

In una seconda fase (back end of line, BEOL) 1 singoli
dispositivi sono interconnessi da linee di metallo
conduttivo. In particolare, per via della complessita delle
moderne configurazioni di IC e dell’alta densita dei singoli
dispositivi, 11 processo di back end of line, BEOL, comprende
fabbricare diversi strati di metallo impilati, isolati
elettricamente 1'uno dall’altro da strati dielettrici; vie
attraverso gli strati dielettrici consentono di collegare un
qualsiasi strato di metallo agli strati di metallo al di
sotto e/0o al di sopra dell’altro.

In una terza fase del processo di fabbricazione di IC,
uno strato di ridistribuzione (RDL) e configurato sopra
1’ultimo strato di interconnessione di metallo. Come € noto,
lo strato di ridistribuzione €& uno strato di metallo
aggiuntivo usato per instradare le piazzole di
ingresso/uscita vVerso altre posizioni sull’area di
plastrina, consentendo una unione chip su chip piu semplice.

La figura 1 mostra schematicamente una vista in sezione
trasversale di una porzione di un IC 1 includente uno strato
di ridistribuzione 2 secondo la tecnica anteriore. 1In
particolare, 1'IC 1 e rappresentato in un sistema di
coordinate spaziali definito da tre assi x, y, z ortogonali

tra loro e la vista in sezione trasversale & presa su un



piliano xz, definito dall’asse x e dall’asse z. Nella parte
che segue, spessori, profondita ed altezze sono intesi come
misurati lungo 1l'asse z, e 1 significati di “sommita” e
“fondo”, “al di sopra” e “al di sotto” sono definiti facendo
riferimento alla direzione dell’asse z.

L’"IC 1 include uno strato di interconnessione 3,
costituito da materiale conduttivo; lo strato di
ridistribuzione 2 include uno strato dielettrico 4 che si
estende al di sopra dello strato di interconnessione 3 e un
primo strato di passivazione 6 che si estende al di sopra
dello strato dielettrico 4.

Lo strato di ridistribuzione 2 comprende inoltre una
regione di barriera 8, che si estende su una superficie di
sommita 6a del primo strato di passivazione 6 e attraverso
1’intera profondita del primo strato di passivazione 6 e
dello strato dielettrico 4, in modo da essere a contatto con
lo strato di interconnessione 3.

Lo strato di ridistribuzione 2 comprende inoltre una
regione conduttiva 10, che si estende sulla sommita della
regione di barriera 8. In particolare, in una vista dall’alto
dell’IC 1, 1la regione conduttiva 10 si estende solo
all’interno dell’area definita dalla regione di barriera 8.
Di conseguenza, la regione conduttiva 10 non & a contatto
con il primo strato di passivazione 6.

Inoltre, lo spessore della regione di barriera 8 e



inferiore alla somma degli spessori dello strato dielettrico
4 e del primo strato di passivazione 6. Di conseguenza, una
parte della regione conduttiva 10 si estende al di sotto
della superficie di sommita 6a del primo strato di
passivazione 6. In altri termini, la regione di barriera 8
e la regione conduttiva 10 formano una via attraverso lo
strato dielettrico 4 e i1 primo strato di passivazione o,
fornendo un percorso conduttivo dallo strato di
interconnessione 3 alla superficie di sommita 6a del primo
strato di passivazione 6.

Lo strato di ridistribuzione 2 comprende inoltre una
prima regione di rivestimento 12, che si estende al di sopra
del primo strato di passivazione 6, intorno alla regione
conduttiva 10 e alla regione di barriera 8 e al di sopra
della regione conduttiva 10. La prima regione di rivestimento
12 & a contatto con la superficie di sommita 6a del primo
strato di passivazione 6, della regione conduttiva 10 e della
regione di barriera 8. In altri termini, la prima regione di
rivestimento 12 copre completamente 1le porzioni della
regione di barriera 8 e della regione conduttiva 10 che si
estendono al di sopra della superficie di sommita 6a del
primo strato di passivazione 6.

Lo strato di ridistribuzione 2 comprende inoltre una
seconda regione di rivestimento 14, che si estende al di

sopra del primo strato di passivazione 6, intorno alla prima



regione di rivestimento 12 e al di sopra della prima regione
di rivestimento 12. La seconda regione di rivestimento 14 &
a contatto con il primo strato di passivazione 6 e la prima
regione di rivestimento 12. In altri termini, la seconda
regione di rivestimento 14 copre completamente la prima
regione di rivestimento 12.

Lo strato di ridistribuzione 2 comprende inoltre un
secondo strato di passivazione 16 (ad esempio poliammide,
PBO, epossi, eccetera), che si estende al di sopra del primo
strato di passivazione 6 e intorno alla seconda regione di
rivestimento 14.

In particolare, una scelta conveniente dei materiali
conduttivi per lo strato di ridistribuzione 2 & tale per cui
la regione conduttiva 10 & realizzata in rame (Cu), la prima
regione di rivestimento 12 & realizzata in nichel (Ni) e 1la
seconda regione di rivestimento 14 & realizzata in palladio
(Pd) .

In particolare, la scelta di nichel e palladio come
pila di finitura sulla regione conduttiva 10 & dovuta ai
suoi vantaggi ben noti rispetto all’alluminio come
superficie di unione per 1 fili di rame, per esempio in
termini di finestra di unione, resistenza al taglio,
danneggiamento della piazzola ed affidabilita.

Uno svantaggio noto dello strato di ridistribuzione 2

secondo la tecnica anteriore e dovuto ad un problema del



metodo di fabbricazione tipicamente utilizzato, che implica
una crescita per riduzione di nichel su rame, per formare la
prima regione di rivestimento 12 intorno e al di sopra della
regione conduttiva 10. Tipicamente, al termine di questa
fase, la prima regione di rivestimento 12 non & completamente
a contatto con la superficie di sommita 6a del primo strato
di passivazione 6 e un piccolo spazio vuoto dell’ordine di
pochi nanometri pud essere presente tra la prima regione di
rivestimento 12 e 11 primo strato di passivazione 6.

Di conseguenza, la superficie di nichel non &
completamente sigillata, rimanendo esposta alle condizioni
ambientali. Come & noto, in presenza di alta temperatura ed
elevato tasso di umidita, la superficie di nichel pud essere
danneggiata da processi di corrosione. Inoltre, € noto che
campil elettrici elevati possono portare alla formazione di
strutture dendritiche in grado di elettromigrare dare luogo
a cortocircuiti tra le due linee di nickel, portando infine
ad un guasto dell’IC.

Lo scopo della presente invenzione & fornire un metodo
di fabbricazione di uno strato di ridistribuzione, uno strato
di ridistribuzione e un circuito integrato includente 1o
strato di ridistribuzione, per superare i  problemi
precedentemente illustrati. In particolare, uno degli scopi
della presente invenzione & sigillare completamente 1la

superficie di nichel in uno strato di ridistribuzione di



rame con finitura di Ni/Pd.

Secondo la presente invenzione, sono forniti un metodo
di fabbricazione di uno strato di ridistribuzione, uno strato
di ridistribuzione e un circuito integrato includente 1o
strato di ridistribuzione, come definito nelle
rivendicazioni allegate.

Per una migliore comprensione della presente
invenzione, sono adesso descritte sue forme di realizzazione
preferite, puramente a titolo di esempio non limitativo e
facendo riferimento ai disegni allegati, in cui:

- la figura 1 & una vista in sezione trasversale di una
porzione di un circuito integrato includente uno strato di
ridistribuzione secondo la tecnica anteriore;

- la figura 2 €& una vista in sezione trasversale di una
porzione di un circuito integrato includente uno strato di
ridistribuzione secondo una forma di realizzazione della
presente invenzione;

- la figura 3 e una vista 1n sezione trasversale di
un’altra porzione del circuito integrato di figura 2,
includente la porzione di figura 2;

— le figure da 4A a 41 sono viste in sezione trasversale
delle rispettive fasi di un metodo di fabbricazione dello
strato di ridistribuzione di figura 2;

- la figura 5 € una vista in sezione trasversale di una

porzione di un circuito integrato includente uno strato di



ridistribuzione secondo un’altra forma di realizzazione
della presente invenzione; e

— le figure da 6A a 6F sono viste in sezione trasversale
delle rispettive fasi di un metodo di fabbricazione dello
strato di ridistribuzione di figura 5.

La figura 2 mostra schematicamente una vista in sezione
trasversale di una porzione di un IC 21 includente uno strato
di ridistribuzione 22 secondo una forma di realizzazione
della presente invenzione. In particolare, 1'IC 21 di figura
2 & rappresentato in un sistema di coordinate spaziali
definito da tre assi x, y, z ortogonali tra loro e la vista
in sezione trasversale & presa su un piano xz, definito
dall’asse x e dall’asse z.

L’"IC 21 include uno strato di interconnessione 23,
realizzato con un materiale conduttivo, quale alluminio o
rame. In particolare, lo strato di interconnessione 23 &
1'ultima linea di metallo della BEOL di IC 21.

Lo strato di ridistribuzione 22 comprende uno strato
dielettrico 24 che si estende al di sopra dello strato di
interconnessione 23 e un primo strato di passivazione 26 che
s1i estende al di sopra dello strato dielettrico 24. Nella
parte che segue, l"espressione “strato isolante” si
riferisce alla pila costituita dallo strato dielettrico 24
e dal primo strato di passivazione 26.

In particolare, lo strato dielettrico 24 & costituito



da un materiale isolante, quale diossido di silicio (Si02) e
ha uno spessore compreso per esempio tra 900 nm e 1200 nm.

In particolare, il primo strato di passivazione 26 &
realizzato con un materiale isolante, gquale nitruro di
silicio (Si3N4) e ha uno spessore compreso per esempio tra
500 nm e 650 nm. Il primo strato di passivazione 26 e
delimitato da una superficie di sommita 26a e da una
superficie di fondo 26b, la superficie di fondo 26b essendo
a contatto con lo strato dielettrico 24.

Lo strato di ridistribuzione 22 comprende inoltre una
regione di barriera 28. Una prima porzione della regione di
barriera 28 si estende al di sopra della superficie di
sommita 26a del primo strato di passivazione 26; una seconda
porzione della regione di barriera 28, a contatto con la
prima porzione, si estende al di sotto della superficie di
sommita 26a del primo strato di passivazione 26 e attraverso
1’'intera profondita del primo strato di passivazione 26 e
dello strato dielettrico 24, in modo da essere a contatto
con lo strato di interconnessione 23.

Lo strato di ridistribuzione 22 comprende inoltre una
regione conduttiva 30, che si estende sulla sommita della
regione di barriera 28. In particolare, 1in una vista
dall’alto dell’IC 21, non mostrato nelle figure, la regione
conduttiva 30 si estende solo all’interno dell’area definita

dalla regione di barriera 28. Di conseguenza, la regione



conduttiva 30 non €& a contatto con 1l primo strato di
passivazione 26. Nella parte che segue, 1l'espressione “corpo
conduttivo” si riferisce alla pila composta dalla regione di
barriera 28 e dalla regione conduttiva 30.

Inoltre, lo spessore della regione di barriera 28 &
minore dello spessore combinato dello strato dielettrico 24
e del primo strato di passivazione 26. Di conseguenza, una
porzione della regione conduttiva 30 si estende al di sotto
della superficie di sommita 26a del primo strato di
passivazione 26. In altri termini, la regione di barriera 28
e la regione conduttiva 30 formano una via attraverso lo
strato dielettrico 24 e 11 primo strato di passivazione 26,
fornendo un percorso conduttivo dallo strato di
interconnessione 23 alla superficie di sommita 26a del primo
strato di passivazione 26, che si estende inoltre al di sopra
della superficie di sommita 26a del primo strato di
passivazione 26.

In particolare, la regione di barriera 28 & costituita
da materiale conduttivo, quale titanio (Ti), o titanio-
tungsteno (TiW) o nitruro di titanio (TiN) ed ha uno spessore
compreso per esempio tra 270 nm e 330 nm.

In particolare, la regione conduttiva 30 & realizzata
con materiale conduttivo, gquale rame (Cu) ed ha uno spessore
compreso per esempio tra 8 pum e 12 um.

Lo strato di ridistribuzione 22 comprende inoltre una
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prima regione di rivestimento 32, che si estende al di sopra
della regione conduttiva 30 e intorno alla regione conduttiva
30, in corrispondenza delle pareti laterali della porzione
della regione conduttiva 30 al di sopra della superficie di
sommita 26a del primo strato di passivazione 26.

In particolare, la prima regione di rivestimento 32 &
realizzata con materiale conduttivo, quale nichel (Ni) ed ha
uno spessore compreso per esempio tra 1 um e 1,8 um.

Secondo un aspetto della presente descrizione, la prima
regione di rivestimento 32 non e a contatto con il primo
strato di passivazione 26. In particolare, la porzione della
prima regione di rivestimento 32 che si estende intorno alle
pareti laterali della regione conduttiva 30 ha una superficie
32a rivolta direttamente verso la superficie di sommita 26a
del primo strato di passivazione 26 e sostanzialmente
parallela alla superficie di sommita 26a del primo strato di
passivazione 26, ad una distanza Hgap dalla superficie di
sommita 26a del primo strato di passivazione 26, detta
distanza essendo compresa per esempio tra 10 nm e 50 nm,
detta distanza essendo misurata lungo 1'asse z.

Lo strato di ridistribuzione 22 comprende inoltre una
seconda regione di rivestimento 34, che si estende al di
sopra del primo strato di passivazione 26, intorno alla prima
regione di rivestimento 32 e al di sopra della prima regione

di rivestimento 32. La seconda regione di rivestimento 34 &
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a contatto con il primo strato di passivazione 26 e la prima
regione di rivestimento 32. In altri termini, la seconda
regione di rivestimento 34 copre completamente la prima
regione di rivestimento 32.

In particolare, la seconda regione di rivestimento 34
& realizzata con materiale conduttivo, gquale palladio (Pd)
ed ha uno spessore compreso per esempio tra 0,2 um e 0,5 pm.

Secondo un aspetto della presente invenzione, la
seconda regione di rivestimento 34 si estende tra il primo
strato di passivazione 26 e la prima regione di rivestimento
32, riempendo uno spazio vuoto avente un’altezza Hgap tra la
prima regione di passivazione 26 e la prima regione di
rivestimento 32. In altri termini, la seconda regione di
rivestimento 34 sigilla completamente la prima regione di
rivestimento 32. Di conseguenza, diversamente dal caso dello
strato di ridistribuzione 2 di figura 1 secondo la tecnica
anteriore, la prima regione di rivestimento 32 non & esposta
alle condizioni ambientali, prevenendo il rischio di
corrosioni. Pertanto, lo strato di ridistribuzione 22 di
figura 2 secondo la presente forma di realizzazione ha
un’affidabilita migliorata rispetto alla tecnica anteriore,
specialmente in condizioni di elevata temperatura ed elevato
tasso di umidita.

Lo strato di ridistribuzione 22 comprende inoltre un

secondo strato di passivazione 36, che si estende al di sopra
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del primo strato di passivazione 26 e intorno alla seconda
regione di rivestimento 34. In particolare, il secondo strato
di passivazione 36 & costituito da un materiale isoclante,
quale poliimmide, PBO, epossi, eccetera.

La figura 3 mostra schematicamente una vista in sezione
trasversale di un’altra porzione dell’IC 21, includente la
porzione di figura 2, corrispondente all’area all’interno
delle linee tratteggiate in figura 3. Elementi gia mostrati
nella vista di figura 2 sono designati con gli stessi numeri
di riferimento e non sono ulteriormente descritti.

La figura 3 mostra che la regione di barriera, la
regione conduttiva, la prima regione di rivestimento e 1la
seconda regione di rivestimento fanno rispettivamente parte
di uno strato di barriera 38, uno strato conduttivo 40, un
primo strato di rivestimento 42 e un secondo strato di
rivestimento 44. Il secondo strato di passivazione 36 si
estende al di sopra del secondo strato di rivestimento 44.
Inoltre, il secondo strato di passivazione 36 pud includere
un’ apertura 46 che espone parzialmente 11 secondo strato di
rivestimento 44, per consentire un‘unione mediante filo
mediante un filo 48, per esempio realizzato in rame.

Come & evidente dalla figura 3, in base alla
conformazione di instradamento degli strati di
interconnessione e dello strato di ridistribuzione 22

dell’IC 21, una sezione trasversale dell’IC 21 pud includere
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aree in cuil lo strato di barriera 38 e lo strato conduttivo
40 non formano una via attraverso 11 primo strato di
passivazione 26 e lo strato dielettrico 24 per raggiungere
lo strato di interconnessione 23. In ogni caso, vi & sempre
uno spazio vuoto avente un’altezza Hgap tra il primo strato
di rivestimento 42 e 1l primo strato di passivazione 26,
detto spazio vuoto & stato riempito dal secondo strato di
rivestimento 44.

Inoltre, 171IC 21 comprende inoltre strati di
interconnessione di metallo, strati isolanti e vie compresi
nella BEOL che si estendono al di sotto dello strato di
interconnessione 23 e indicati nel complesso con il numero
di riferimento 50.

Le figure da 4A a 41 mostrano schematicamente una vista
in sezione trasversale delle fasi di un metodo di
fabbricazione di uno strato di ridistribuzione secondo una
forma di realizzazione della presente 1invenzione; in
particolare, il metodo delle figure da 4A a 41 & un metodo
di fabbricazione dello strato di ridistribuzione 22 di figura
2. Lo strato di ridistribuzione & rappresentato in un sistema
di coordinate spaziali definite dai tre assi x, vy, =z
ortogonali tra loro e la vista in sezione trasversale & presa
su un piano xz, definito dall’asse x e dall’asse z.

Facendo riferimento alla figura 4A, si fornisce una

fetta 60, includente uno strato di interconnessione 63. In
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particolare, lo strato di interconnessione 63 ¢ lo strato di
metallizzazione piu esterno della back end of line di un
circuito integrato. Gli strati inferiori del circuito
integrato non sono mostrati nelle figure da 4A a 41I.

Uno strato dielettrico 64 & formato al di sopra dello
strato di interconnessione 63. In particolare, lo strato
dielettrico 64 & costituito da un materiale isolante, guale
diossido di silicio (Si0O2) ed ha uno spessore compreso per
esempio tra 900 nm e 1200 nm.

Un primo strato di passivazione 66 & formato al di sopra
dello strato dielettrico 64. In particolare, il primo strato
di passivazione 66 & realizzato con un materiale isoclante,
quale nitruro di silicio (Si3N4) ed ha uno spessore compreso
per esempio tra 500 nm e 650 nm. Nella parte che segue,
l’espressione “strato isolante” si riferisce alla pila
composta dallo strato dielettrico 64 e dal primo strato di
passivazione 66.

Quindi, figura 4B, una trincea 67 & formata attraverso
il primo strato di passivazione 66 e lo strato dielettrico
64, fino ad esporre una superficie dello strato di
interconnessione 63. Per esempio, la trincea 67 & formata da
convenienti fasi di fotolitografia ed attacco chimico a secco
di un tipo noto, applicate in corrispondenza della superficie
esposta del primo strato di passivazione 66.

Quindi, figura 4C, uno strato di barriera 68 & formato
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al di sopra del primo strato di passivazione 66, per esempio
mediante deposizione fisica in fase vapore (PVD). Lo strato
di barriera 68 riempie parzialmente la trincea 67, coprendo
le pareti laterali precedentemente esposte dello strato
dielettrico 64 e del primo strato di passivazione 66 e la
superficie precedentemente esposta dello strato di
interconnessione 63.

In particolare, lo strato di barriera 68 & costituito
da materiale conduttivo, quale titanio (Ti), o titanio-
tungsteno (TiW) o nitruro di titanio (TiN). Inoltre, 1lo
spessore dello strato di barriera 68 & inferiore allo
spessore combinato dello strato dielettrico 64 e del primo
strato di passivazione 66 e in particolare & compreso per
esempio tra 270 nm e 330 nm. Quindi, uno strato di seme 69
& formato al di sopra dello strato di barriera 68, riempendo
parzialmente la trincea 67. Per esempio, lo strato di seme
69 & depositato mediante PVD.

In particolare, lo strato di seme 69 & realizzato con
materiale conduttivo, quale rame (Cu) ed ha uno spessore
compreso per esempio tra 180 nm e 220 nm, in modo tale che
la trincea 67 sia riempita soltanto parzialmente dallo strato
di seme 69.

Quindi, figura 4D, una maschera fotolitografica 70’ &
applicata sulla superficie esposta dello strato di seme 69.

In particolare, la conformazione della maschera
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fotolitografica 707 & progettata considerando che le
aperture nella maschera definiscono aree in cui si formera
uno strato in una fase successiva del metodo di
fabbricazione.

In particolare, la figura 4D mostra un’apertura 70"
della maschera fotolitografica 70’, 1’'apertura 70” essendo
centrata sulla trincea parzialmente riempita 67 in modo che
la trincea 67 non sia coperta dalla maschera fotolitografica
707 .

Quindi, figura 4E, uno strato conduttivo 70 & formato
al di sopra delle porzioni dello strato di seme 69 non
coperte dalla maschera fotolitografica 70’. Lo spessore
dello strato conduttivo 70 & sufficientemente elevato per
riempire completamente la trincea 67 e per riempire
parzialmente 1’apertura 70” della maschera fotolitografica
707 .

In particolare, lo strato conduttivo 70 & realizzato
con lo stesso materiale conduttivo dello strato di seme 69,
quale rame (Cu) ed ha uno spessore compreso per esempio tra
8 um e 12 um.

In particolare, 1lo strato conduttivo 70 & formato
mediante elettrodeposizione. Quindi, la maschera
fotolitografica 70’ & rimossa mediante un processo di
rimozione a umido, esponendo le porzioni dello strato di

seme 69 non coperte dallo strato conduttivo 70.
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Quindi, figura 4F, dette porzioni esposte dello strato
di seme 69, non coperte dello strato conduttivo 70, sono
rimosse per esempio mediante attacco chimico a umido, fino
ad esporre le ©porzioni dello strato di barriera 68
sottostanti ad esse. Pertanto, le restanti porzioni dello
strato di seme 69, coperte dallo strato conduttivo 70,
formano, insieme allo strato conduttivo 70, la regione
conduttiva 30 dello strato di ridistribuzione 22 di figura
2.

Quindi, le porzioni esposte dello strato di barriera 68
sono rimosse, per esempio mediante attacco chimico a umido,
fino ad esporre le porzioni del primo strato di passivazione
66 sottostanti, senza influire sulle porzioni dello strato
di barriera 68 al di sotto dello strato conduttivo 70, per
esempio utilizzando tecniche di fotolitografia standard. Di
conseguenza, la regione di barriera 28 dello strato di
ridistribuzione 22 di figura 2 e formata.

Quindi, figura 4G, un primo strato di rivestimento 72
¢ formato mediante deposizione per riduzione (electroless
deposition), in corrispondenza delle superfici esposte dello
strato di barriera 68 e dello strato conduttivo 70. Pertanto,
il primo strato di rivestimento 72 copre completamente 1lo
strato conduttivo 70 e lo strato di barriera 68 ed ¢ a
contatto con la superficie parzialmente esposta del primo

strato di passivazione 66 indicata con il numero di
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riferimento 66a. In particolare, il primo strato di
rivestimento 72 & a contatto con la superficie esposta 66a
del primo strato di passivazione 66 in corrispondenza di una
superficie di fondo 72a del primo strato di rivestimento 72.

In particolare, il primo strato di rivestimento 72 &
realizzato con un materiale conduttivo, quale nichel (Ni) ed
ha uno spessore compreso per esempio tra 1 um e 1,8 um.

Quindi, figura 4H, un trattamento termico & applicato
sulla fetta 60 per creare uno spazio vuoto 73 tra detta
superficie o66a del primo strato di passivazione 66 e la
superficie di fondo del primo strato di rivestimento 72. In
particolare, lo spazio vuoto 73 ha l"altezza Hgap
nell’intervallo da 10 a 50 nm.

Secondo un aspetto della presente invenzione, il
trattamento termico comprende una prima fase di aumentare la
temperatura della fetta 60 da temperatura ambiente ad una
temperatura elevata. La temperatura ambiente & compresa per
esempio tra 20°C e 25°C; la temperatura elevata e compresa
per esempio tra 245°C e 255°C. In particolare, 1"aumento di
temperatura avviene durante un primo intervallo di tempo,
compreso per esempio tra 10 s e 60 s.

Quindi, in una seconda fase, dopo la prima fase del
trattamento termico, la fetta e mantenuta alla temperatura
elevata per un secondo intervallo di tempo compresoc per

esempio tra 30 s e 180 s.
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Quindi, in una terza fase, dopo la seconda fase del
trattamento termico, la temperatura della fetta 60 e
diminuita dalla temperatura elevata alla temperatura
ambiente in un terzo intervallo di tempo (ad esempio che non
dura piu di 180 s).

In particolare, mentre si applica 11 trattamento
termico, la fetta 60 & mantenuta in un’atmosfera di azoto
(N2) ad una pressione compresa tra 1,0 e 5,0 Torr.

La Richiedente ha verificato che applicando sulla fetta
60 il trattamento termico sopradescritto, si possono
modificare convenientemente alcune proprieta meccaniche
dello strato di barriera 68, dello strato conduttivo 70 e
del primo strato di rivestimento 72. In particolare, il
coefficiente di espansione termica e il modulo di Young sono
modificati con il trattamento termico, e la sollecitazione
residua di detti strati viene modificata, determinando, al
termine del trattamento termico, nella formazione dello
spazio vuoto 73.

Quindi, figura 4I, un secondo strato di rivestimento 74
e formato mediante deposizione per riduzione, in
corrispondenza delle superfici esposte del primo strato di
rivestimento 72. In particolare, il secondo strato di
rivestimento 74 <cresce a partire dal primo strato di
rivestimento 72, che si estende al di sopra del primo strato

di rivestimento 72, intorno alle pareti laterali del primo
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strato di rivestimento 72 e all’interno dello spazio vuoto
tra il primo strato di rivestimento 72 e la superficie 66a
del primo strato di passivazione 66. Pertanto, il secondo
strato di rivestimento 74 sigilla completamente il primo
strato di rivestimento 72 e lo strato di barriera 68 ed & a
contatto con la superficie 66a del primo strato di
passivazione 66. Di conseguenza, il primo strato di
rivestimento 72 non é& esposto all’ambiente.

In particolare, il secondo strato di rivestimento 74 e
realizzato con materiale conduttivo, quale palladio (Pd) ed
ha uno spessore compreso per esempio tra 0,2 um e 0,5 pum.

Quindi, un secondo strato di passivazione & formato al
di sopra del primo strato di passivazione 26 e intorno alla
seconda regione di rivestimento 94. In particolare, il
secondo strato di passivazione & realizzato con un materiale
isolante, gquale poliimmide. Pertanto, si ottiene lo strato
di ridistribuzione 22 di figura 2.

La Richiedente ha verificato che un possibile problema
dello strato di ridistribuzione 22 di figura 2 consiste nel
rischio di formare fessurazioni nel primo strato di
passivazione 26 dopo aver applicato il trattamento termico
sulla fetta 60, 1in base alle proprieta meccaniche del
materiale usato per il primo strato di passivazione 26.

La figura 5 mostra schematicamente una vista in sezione

trasversale di una porzione di un IC 81 includente uno strato
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di ridistribuzione 82 secondo un’altra forma di
realizzazione della presente invenzione; gli elementi in
comune con 1'IC 21 e lo strato di ridistribuzione 22 di
figura 2 sono designati dagli stessi numeri di riferimento
non sono ulteriormente descritti.

Lo strato di ridistribuzione 82 & diverso dallo strato
di ridistribuzione 22 di figura 2 per la presenza di
distanziatori 86. In particolare, lo strato di
ridistribuzione 82 comprende distanziatori 86 che si
estendono al di sopra della e a contatto con la superficie
di sommita 26a del primo strato di passivazione 26.

In particolare, 1 distanziatori 86 sono in materiale
isolante, quale diossido di silicio (Si02) o nitruro di
silicio (SizN4) ed hanno uno spessore Hgap2z COmMpreso per
esempio tra 10 nm e 100 nm (in particolare, 25 nm).

Lo strato di ridistribuzione 82 comprende inoltre una
regione di barriera 88, che si estende al di sopra dei
distanziatori 86 e attraverso 1'intera profondita del primo
strato di passivazione 26 e dello strato dielettrico 24, in
modo da essere a contatto con lo strato di interconnessione
23.

Lo strato di ridistribuzione 82 comprende inoltre una
regione conduttiva 90, che si estende sulla sommita della
regione di barriera 88. In particolare, 1in una vista

dall’alto dell’IC 81, non mostrato nelle figure, la regione
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conduttiva 90 si estende soltanto all’interno dell’area
definita dalla regione di barriera 88. Di conseguenza, la
regione conduttiva 90 non & a contatto con il primo strato
di passivazione 26. Nella parte che segue, 1'espressione
“corpo conduttivo” si riferisce alla pila composta dalla
regione di barriera 88 e dalla regione conduttiva 90.

Inoltre, lo spessore della regione di barriera 88 e
minore dello spessore combinato dello strato dielettrico 24
e del primo strato di passivazione 26. Di conseguenza, una
parte della regione conduttiva 90 si estende al di sotto
della superficie di sommita 26a del primo strato di
passivazione 26. In altri termini, la regione di barriera 88
e la regione conduttiva 90 formano una via attraverso lo
strato dielettrico 24 e 11 primo strato di passivazione 26,
fornendo un percorso conduttivo dallo strato di
interconnessione 23 alla superficie di sommita 26a del primo
strato di passivazione 26.

In particolare, la regione di barriera 88 & realizzata
con materiale conduttivo, quale titanio (Ti) o titanio-
tungsteno (TiW) o nitruro di titanio (TiN) ed ha uno spessore
compreso per esempio tra 270 nm e 330 nm.

In particolare, la regione conduttiva 90 & realizzata
con materiale conduttivo, gquale rame (Cu) ed ha uno spessore
compreso per esempio tra 8 pum e 12 um.

Lo strato di ridistribuzione 82 comprende inoltre una
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prima regione di rivestimento 92, che si estende al di sopra
della regione conduttiva 90 e intorno alla regione conduttiva
90, in corrispondenza delle pareti laterali della porzione
della regione conduttiva 90 al di sopra della superficie di
sommita 26a del primo strato di passivazione 26. In altri
termini, la prima regione di rivestimento 92 copre la
superficie della regione conduttiva 90 non coperta gia dalla
regione di barriera 88.

In particolare, la prima regione di rivestimento 92 &
realizzata con materiale conduttivo, quale nichel (Ni) ed ha
uno spessore compreso per esempio tra 1 um e 1,8 um.

Secondo un aspetto della presente descrizione, la prima
regione di rivestimento 92 non e a contatto con il primo
strato di passivazione 26. In particolare, la porzione della
prima regione di rivestimento 92 che si estende intorno alle
pareti laterali della regione conduttiva 90 ha una superficie
92a rivolta direttamente verso la superficie di sommita 26a
del primo strato di passivazione 26 e sostanzialmente
parallela alla superficie di sommita 26a del primo strato di
passivazione 26, ad una distanza Hgapz dalla superficie di
sommita 26a del primo strato di passivazione 26 essendo
equivalente all’altezza Hgapz deil distanziatori 86, detta
distanza Hgapz essendo misurata lungo 1’asse z.

Lo strato di ridistribuzione 22 comprende inoltre una

seconda regione di rivestimento 94, che si estende al di
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sopra del primo strato di passivazione 26, intorno alla prima
regione di rivestimento 92 e al di sopra della prima regione
di rivestimento 92. La seconda regione di rivestimento 94 &
a contatto con il primo strato di passivazione 26 e la prima
regione di rivestimento 92. In altri termini, la seconda
regione di rivestimento 94 copre completamente la prima
regione di rivestimento 92.

In particolare, la seconda regione di rivestimento 94
& realizzata con materiale conduttivo, gquale palladio (Pd)
ed ha uno spessore compreso per esempio tra 0,2 um e 0,5 pm.

Secondo un aspetto della presente invenzione, la
seconda regione di rivestimento 94 si estende tra il primo
strato di passivazione 26 e la prima regione di rivestimento
92, riempendo uno spazio vuoto tra la prima regione di
passivazione 26 e la prima regione di rivestimento 92. In
altri termini, la seconda regione di rivestimento 94 sigilla
completamente la prima regione di rivestimento 92. Di
conseguenza, come nel caso dello strato di ridistribuzione
22 di figura 2, la prima regione di rivestimento 92 non e
esposta alle condizioni ambientali, prevenendo cosi 11l
rischio di corrosioni. Pertanto, lo strato di
ridistribuzione 82 secondo la presente forma di
realizzazione ha una maggiore affidabilita rispetto alla
tecnica anteriore, specialmente 1in condizioni di alta

temperatura ed alto tasso di umidita.
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Le figure da 6A a 6F mostrano schematicamente una vista
in sezione trasversale delle fasi di un metodo di
fabbricazione di uno strato di ridistribuzione secondo una
forma di realizzazione della presente 1invenzione; in
particolare, il metodo delle figure da 6A a 6F & un metodo
di fabbricazione dello strato di ridistribuzione 82 di figura
5. Lo strato di ridistribuzione & rappresentato in un sistema
di coordinate spaziali definite da tre assi x, vy, =z
ortogonali tra loro e la vista in sezione trasversale & presa
su un piano xz, definito dall’asse x e dall’asse z.

Facendo riferimento alla figura 6A si fornisce una fetta
100, includente uno strato di interconnessione 103. 1In
particolare, 1lo strato di interconnessione 103 e lo strato
di metallizzazione piu esterno sulla back end of line di un
circuito integrato. Gli strati inferiori del circuito
integrato non sono mostrati nelle figure da 6A a 6F.

Uno strato dielettrico 104 & formato al di sopra dello
strato di interconnessione 103. In particolare, 1lo strato
dielettrico 104 & realizzato con un materiale isolante, gquale
diossido di silicio (Si0O2) ed ha uno spessore compreso per
esempio tra 90 nm e 1200 nm.

Un primo strato di passivazione 106 e formato al di
sopra dello strato dielettrico 104. In particolare, il primo
strato di passivazione 106 & realizzato con un materiale

isolante, quale nitruro di silicio (S1i3Ns4) ed ha uno spessore
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compreso per esempio tra 500 nm e 650 nm. Nella parte che
segue, si usera 1l’espressione “strato isolante” per fare
riferimento alla pila costituita dallo strato dielettrico
104 e dal primo strato di passivazione 106.

Uno strato di distanziamento 105 & formato al di sopra
del primo strato di passivazione 106. In particolare, 1lo
strato di distanziamento 105 & realizzato con un materiale
isolante, quale diossido di silicio (Si02) o nitruro di
silicio (SisNyg).

Secondo un aspetto della presente descrizione, 1lo
strato di distanziamento 105 e wutilizzato come strato
sacrificale, essendo parzialmente attaccato chimicamente in
una successiva fase del metodo di fabbricazione. Per tale
ragione, preferibilmente, lo strato di distanziamento 105 ha
un’elevata selettivita 1in termini di attacco chimico
rispetto al primo strato di passivazione 106. Di conseguenza,
la scelta del materiale utilizzato per 1lo strato di
distanziamento 105 dipende dal materiale utilizzato per il
primo strato di passivazione 106. Per esempio, se il primo
strato di passivazione 106 & realizzato in Si3Nz, lo strato
distanziamento 105 sara preferibilmente realizzato in $Si0Oz o
Si3Ny con un elevato tasso di attacco chimico. Come ¢ noto,
Si3Ns con tasso di attacco chimico superiore pud essere
ottenuto depositando lo strato di distanziamento 105 ad una

temperatura inferiore a quella utilizzata per depositare il
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primo strato di passivazione 104.

In particolare, lo strato di distanziamento 105 ha lo
spessore Hgapz. Quindi, figura 6 B, una trincea 107 ¢ formata
attraverso lo strato dielettrico 104 e il primo strato di
passivazione 106, fino ad esporre una superficie dello strato
di interconnessione 103. Per esempio, la trincea 107 e
formata mediante fasi di fotolitografia ed attacco chimico
a secco convenienti di tipo noto, in corrispondenza della
superficie esposta dello strato di distanziamento 105.

Quindi, uno strato di barriera 108 & formato al di sopra
dello strato di distanziamento 105, per esempio mediante
PVD. Lo strato di barriera 108 riempie parzialmente 1la
trincea 107, coprendo le pareti laterali precedentemente
esposte dello strato di distanziamento 105, del primo strato
di passivazione 106 e dello strato dielettrico 104 e coprendo
la superficie precedentemente esposta dello strato di
interconnessione 103.

In particolare, lo strato di barriera 108 & realizzato
con materiale conduttivo, quale titanio (Ti), titanio-
tungsteno (TiW) o nitruro di titanio (TiN). Inoltre, 1lo
spessore dello strato di barriera 108 & inferiore allo
spessore combinato dello strato dielettrico 104, del primo
strato di passivazione 106 e dello strato di distanziamento
105 e in particolare & compreso per esempio tra 270 nm e 330

nm. Quindi, uno strato di seme 109 & formato al di sopra
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dello strato di barriera 108, riempendo parzialmente la
trincea 107. Per esempio, lo strato di seme 109 & depositato
mediante PVD.

In particolare, 1lo strato di seme 109 & realizzato con
materiale conduttivo, quale rame (Cu) ed ha uno spessore
compreso per esempio tra 180 nm e 220 nm in modo tale che la
trincea 107 sia riempita soltanto parzialmente dallo strato
di seme 1009.

Quindi, una maschera fotolitografica (non mostrata
nelle figure) & applicata sulla superficie esposta dello
strato di seme 109. In particolare, la conformazione della
maschera fotolitografica & progettata considerando che le
aperture nella maschera definiscono aree in cui si formera
uno strato in una fase successiva del metodo di
fabbricazione.

In particolare, la maschera fotolitografica presenta
un’ apertura 1n corrispondenza della trincea parzialmente
riempita 107.

Quindi, figura 6C, uno strato conduttivo 110 & formato
al di sopra delle porzioni dello strato di seme 109 non
coperte dalla maschera fotolitografica. In particolare, 1lo
spessore dello strato conduttivo 110 e sufficientemente
elevato per riempire completamente la trincea 107.

In particolare, lo strato conduttivo 110 & realizzato

con lo stesso materiale conduttivo dello strato di seme 109,
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quale rame (Cu) ed ha uno spessore compreso per esempio tra
8 ym e 12 um.

In particolare, lo strato conduttivo 110 & formato
mediante elettrodeposizione. Quindi, la maschera
fotolitografica & rimossa mediante un processo di rimozione
ad umido, esponendo porzioni dello strato di seme 109 non
coperte dallo strato conduttivo 110.

Quindi, dette porzioni esposte dello strato di seme
109, non coperte dallo strato conduttivo 110, sono rimosse,
per esempio mediante attacco chimico ad umido, fino ad
esporre le porzioni dello strato di barriera 108 sottostanti.
Pertanto, 1le restanti porzioni dello strato di seme 109,
coperte dallo strato conduttivo 110, formano insieme allo
strato conduttivo 110, la regione conduttiva 90 dello strato
di ridistribuzione 82 di figura 5.

Quindi, le porzioni esposte dello strato di barriera
108 sono rimosse, per esempio mediante attacco chimico ad
umido, fino ad esporre le porzioni dello strato di
distanziamento 105 sottostanti, senza incidere sulle
porzioni dello strato di barriera 108 al di sotto dello
strato conduttivo 110. Di conseguenza, la regione di barriera
88 dello strato di ridistribuzione 82 di figura 5 & formata.

Quindi, figura 6D, un primo strato di rivestimento 112
e formato mediante deposizione per riduzione, in

corrispondenza delle superfici esposte dello strato di
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barriera 108 e dello strato conduttivo 110. Pertanto, il
primo strato di rivestimento 112 copre completamente 1o
strato conduttivo 110 e lo strato di barriera 108 ed & a
contatto con la superficie parzialmente esposta dello strato
di distanziamento 105. In particolare, il primo strato di
rivestimento 112 e a contatto con lo strato di distanziamento
105 in corrispondenza di una superficie di fondo 112a del
primo strato di rivestimento 112.

In particolare, il primo strato di rivestimento 112 &
realizzato con materiale conduttivo, quale nichel (Ni) ed ha
uno spessore compreso per esempio tra 1 um e 1,8 um.

Quindi, figura 6E, lo strato di distanziamento 105 &
parzialmente attaccato chimicamente per creare uno spazio
vuoto 113 tra una superficie di sommita 106a del primo strato
di passivazione 106 e la prima regione di rivestimento 112,
la superficie di sommita 106a essendo a contatto con le
restanti porzioni dello strato di distanziamento 105. 1In
particolare, lo spazio wvuoto 113 ha 1'altezza  Hgap
nell’intervallo da 10 a 100 nm.

In particolare, lo strato di distanziamento 105 e
attaccato chimicamente mediante attacco chimico ad umido,
usando sostanze chimiche c¢he rimuovono lo strato di
distanziamento 105 selettivamente rispetto al primo strato

di rivestimento 112, lo strato di barriera 108 e il primo

strato di passivazione 106.
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Per esempio, la fetta 100 pud essere immersa in un bagno
di acido fluoridrico (HF) 1in un bagno idrofluoridrico
tamponato (BHF) se lo strato di distanziamento 105 e
realizzato con diossido di silicio o nitruro di silicio ad
elevato tasso di attacco chimico, in modo che lo strato di
distanziamento 105 sia attaccato chimicamente ad una
velocita superiore a quella degli strati circostanti.

In particolare, la fase di attacco chimico procede
almeno fino a che lo spazio wvucoto 113 non é& formato
completamente, in modo che le restanti porzioni dello strato
di distanziamento 105 non si estendano tra il primo strato
di passivazione 106 e il primo strato di rivestimento 112.
In altre parole, al termine della fase di attacco chimico di
figura 6E, la superficie di fondo 112a del primo strato di
rivestimento 112, rivolta direttamente verso la superficie
di sommita 106a del primo strato di passivazione 106, non &
a contatto diretto con lo strato di distanziamento 105.

Quindi, figura 6F, un secondo strato di rivestimento
114 & formato mediante deposizione per riduzione in
corrispondenza delle superfici esposte del primo strato di
rivestimento 112. 1In particolare, il secondo strato di
rivestimento 114 cresce a partire da dette superfici del
primo strato di rivestimento 112, estendendosi al di sopra
del primo strato di rivestimento 112, intorno alle pareti

laterali del primo strato di rivestimento 112 e all’interno
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dello spazio vuoto tra 1l primo strato di rivestimento 112
e la superficie di sommita 106a del primo strato di
passivazione 1006. Pertanto, il secondo strato di
rivestimento 114 sigilla completamente il primo strato di
rivestimento 112 ed & a contatto con la superficie di sommita
106a del primo strato di passivazione 106. Di conseguenza,
il primo strato di rivestimento 112 non & esposto
all’ambiente.

In particolare, 11 secondo strato di rivestimento 114
& realizzato con materiale conduttivo, gquale palladio (Pd)
ed ha uno spessore compreso per esempio tra 0,2 um e 0,5 pm.

Quindi, un secondo strato di passivazione & formato al
di sopra del primo strato di passivazione 106 e intorno alla
seconda regione di rivestimento 114. In particolare, il
secondo strato di passivazione & realizzato con un materiale
isolante quale poliimmide. Pertanto, si ottiene lo strato di
ridistribuzione 82 di figura 5.

I vantaggi dell’invenzione descritta precedentemente,
secondo le varie forme di realizzazione, emergono
chiaramente dalla precedente descrizione.

In particolare, dato che la prima regione di
rivestimento & completamente sigillata dalla seconda regione
di rivestimento, & possibile usare materiali per la prima
regione di rivestimento che sono soggetti a corrosione quando

esposti all’ambiente, senza compromettere 1’affidabilita
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dello strato di ridistribuzione.

La sigillatura completa del materiale conduttivo pud
inoltre migliorare le prestazioni di elettromigrazione del
dispositivo.

Infine, & evidente che modifiche e wvarianti possono
essere apportate a cido che & stato descritto ed illustrato
nella presente, senza allontanarsi in questo modo
dall’ambito di protezione della presente invenzione, come

definito nelle rivendicazioni allegate.
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RIVENDICAZIONT

1. Metodo di fabbricazione di uno strato di
ridistribuzione (82) per un circuito integrato, comprendente
le fasi di:

— formare, su una fetta (100), uno strato isolante (104,
106), avente una superficie di fondo a contatto con la fetta
(100) ;

- formare uno strato di distanziamento (105) al di sopra
di una superficie di sommita (106a), opposta alla superficie
di fondo, dello strato isolante (104, 1006);

- formare un corpo conduttivo (88, 90) al di sopra dello
strato di distanziamento (105);

- formare una prima regione di rivestimento (112)
intorno al e sul corpo conduttivo (88, 90), a contatto con
il corpo conduttivo (88, 90), ed avente una superficie di
fondo (112a) a contatto con lo strato di distanziamento
(105);

— incavare lo strato di distanziamento (105) per formare
uno spazio vuoto (113) tra la prima regione di rivestimento
(112) e la superficie di sommita (106a) dello strato isolante
(104, 1006), esponendo completamente la superficie di fondo
(112a) della prima regione di rivestimento (112), detta
superficie di fondo (112a) essendo rivolta direttamente
verso la superficie di sommita (106a) dello strato isolante

(104, 106);

35



- formare, dopo aver incavato lo strato di
distanziamento (105), una seconda regione di rivestimento
(114) che si estende intorno alla e al di sopra della prima
regione di rivestimento (112), che riempie detto spazio vuoto
(113) e che sigilla completamente la prima regione di
rivestimento (112).

2. Metodo secondo la rivendicazione 1, in cui la fase
di dincavare lo strato di distanziamento (105) comprende
attaccare lo strato di distanziamento (105) con una sostanza
per attacco <chimico in modo tale <che 1lo strato di
distanziamento (105) sia rimosso ad un tasso di attacco
superiore a quello della prima regione di rivestimento (112)
e dello strato isolante (104, 106).

3. Metodo secondo la rivendicazione 2, 1in cui la
sostanza di attacco chimico & acido fluoridrico,

e in cuil la fase di formare lo strato isolante (104,
106) comprende depositare uno strato dielettrico (104) di un
materiale isolante sulla fetta (100) e un primo strato di
passivazione (106) di nitruro di silicio al di sopra dello
strato dielettrico (104),

in cui lo strato di distanziamento (105) & scelto tra
uno strato di diossido di silicio e uno strato di nitruro di
silicio con un tasso di attacco superiore 1in acido
fluoridrico a quello del primo strato di passivazione (106).

4. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
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precedenti, in cui lo strato di distanziamento (105) ha uno
spessore (Hgapz) compreso tra 10 nm e 100 nm.

5. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
precedenti, in cui la fase di formare la prima regione di
rivestimento (112) comprende rivestire il corpo conduttivo
(88, 90) mediante deposizione per riduzione di un materiale
conduttivo, e la fase di formare 1la seconda regione di
rivestimento (114) comprende rivestire la prima regione di
rivestimento (112) mediante deposizione per riduzione di un
materiale conduttivo.

6. Metodo secondo una qualsiasi delle precedenti
rivendicazioni, in cui la fase di formare la prima regione
di rivestimento (112) comprende depositare uno strato di
nichel.

7. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
precedenti, in cui la fase di formare il corpo conduttivo
(88, 90) comprende far crescere o depositare uno strato di
barriera (108) di titanio-tungsteno al di sopra dello strato
di distanziamento (105) e uno strato conduttivo (110) di
rame al di sopra dello strato di barriera (68).

8. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
precedenti, in cui la fetta (100) comprende uno strato di
interconnessione (103), che si estende al di sotto dello
strato isolante (104, 100),

il metodo comprendendo inoltre la fase di formare una
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trincea (107) attraverso 1’intero spessore dello strato di
distanziamento (105) e dello strato isolante (104, 106),
fino a raggiungere lo strato di interconnessione (103),

la fase di formare 11 corpo conduttivo (88, 90)
comprendendo depositare materiale conduttivo (108, 110)
nella trincea (107) in modo da formare un percorso conduttivo
diretto tra lo strato di interconnessione (103) e il corpo
conduttivo (88, 90).

9. Metodo secondo la rivendicazione 8, comprendente
inoltre le fasi di:

- formare un secondo strato di passivazione (36) che si
estende intorno alla e al di sopra della seconda regione di
rivestimento (114);

- formare un’apertura (46) nel secondo strato di
passivazione (36) per consentire un’unione mediante filo
(48) con la seconda regione di rivestimento (114).

10. Strato di ridistribuzione (82) per un circuito
integrato (81), comprendente:

- uno strato isolante (24, 26) che si estende sul
circuito integrato (81);

- distanziatori (86) che si estendono al di sopra di
una superficie (26a) dello strato isolante (24, 26);

- un corpo conduttivo (88, 90) che si estende al di
sopra dei distanziatori (86), a contatto con i distanziatori

(86);
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— una prima regione di rivestimento (92) che si estende
intorno al e al di sopra del corpo conduttivo (88, 90), a
contatto con 11 corpo conduttivo (88, 90), ad una distanza
dai distanziatori (86) e ad una distanza (Hgap2) dalla
superficie (26a) dello strato isolante (24, 26);

- una seconda regione di rivestimento (94) che si
estende intorno alla e al di sopra della prima regione di
rivestimento (92), ed estendentesi tra la prima regione di
rivestimento (92) e lo strato isolante (24, 26), sigillando
completamente la prima regione di rivestimento (92).

11. Strato di ridistribuzione (82) secondo la
rivendicazione 10, in cui una porzione della prima regione
di rivestimento (92) che si estende intorno alle pareti
laterali del corpo conduttivo (88, 90) ha una superficie
(92a) rivolta direttamente verso la superficie (26a) dello
strato isolante (24, 26), ad una distanza (Hgapz) dalla
superficie (26a) dello strato isolante (24, 26) compresa tra
10 nm ¢ 100 nm.

12. Strato di ridistribuzione (82) secondo la
rivendicazione 10 o 11, in cui il corpo conduttivo (88, 90)
comprende uno strato di rame, la prima regione di
rivestimento (92) & realizzata in nichel e la seconda regione
di rivestimento (94) & realizzata in palladio.

13. Strato di ridistribuzione (82) secondo una

qualsiasi delle rivendicazioni da 10 a 12, in cui il circuito
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integrato (81l) comprende uno strato di interconnessione (23)
che si estende al di sotto dello strato isolante (24, 26),
e in cui i1l corpo conduttivo (88, 90) si estende al di sotto
della superficie (26a) dello strato isolante (24, 26),
attraverso 1’intera profondita dello strato isolante (24,
26), fino ad essere a contatto con 1lo strato di
interconnessione (23).

14. Circuito integrato (81) includente uno strato di
ridistribuzione (82) secondo una qualsiasi delle

rivendicazioni da 10 a 13.
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